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Beschreibung 
Speicherzellenf eld 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Speicherzellenanord- 
nung, bei der eine Ausdif fusion von Dotierstoff aus Bitlei- 
tungen zumindest weitgehend vermieden ist. 

Ein Speicherzellenf eld stellt eine matrixartige Anordnung von 
Speichertransistoren dar, bei denen jeweils an einer Obersei- 
te eines Halbleiterkorpers oder Substrates ein Kanalbereich 
zwischen Source-/Drain-Bereichen vorhanden ist. Der Kanalbe- 
reich wird mittels einer Gate-Elektrode angesteuert, die von 
dem Kanalbereich durch ein Gate-Dielektrikum getrennt ist. 

In dem Gate-Dielektrikum ist eine Speicherschicht vorhanden, . 
die fur das Programmieren der jeweiligen Speicherzelle vorge- 
sehen ist. Eine solche Speicherschicht kann zum Beispiel eine 
elektrisch leitfahige Schicht sein, die entsprechend einem 
Floating-Gate angeordnet ist, oder eine fur Charge -Trapping 
heiSer Elektronen aus dem Kanal (CHE) vorgesehene Speicher- 
schichtfolge, zum Beispiel eine Oxid-Nitrid-Oxid-Schichtf olge 
(ONO-Schichtfolge) . 

Die Gate-Elektroden sind zeilenweise durch parallel und im 
Abstand zueinander angeordnete Wortleitungen verbunden; die 
Source-/Drain-Bereiche sind spaltenweise durch parallel und 
im Abstand zueinander angeordnete Bitleitungen miteinander 
verbunden. Die Wortleitungen sind vorzugsweise elektrisch 
leitfahige Streifen auf der Oberseite der Anordnung. Als Bit- 
leitungen sind so genannte vergrabene Bitleitungen geeignet, 
die als streif enf ormige dotierte Bereiche in dem Halbleiter- 
material ausgebildet sind. Diese vergrabenen Bitleitungen 
verbinden somit unmittelbar die auch als dotierte Bereiche 
ausgebildeten Source- /Drain-Bereiche miteinander, die insbe- 
sondere jeweilige Anteile der vergrabenen Bitleitungen dar- 
stellen konnen . 
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Da zur Herstellung dieser Bitleitungen Dotierstoff in das 
Halbleitermaterial eingebracht wird und dieser Dotierstoff in 
nachf olgenden Temperschritten des Herstellungsprozesses der 
Speicherzellenanordnung aus dem urspriinglichen Bereich aus- 
diffundiert, tritt das Problem auf, dass diese Strukturierung 
der Speicherzellenanordnung nicht auf beliebig kleine Abmes- 
sungen reduziert werden kann. Ublicherweise folgen auf die 
Ausbildung der vergrabenen Bitleitungen Prozessschritte , die 
bei Prozesstemperaturen von mehr als 600°C durchgefiihrt wer- 
den, z. B. Oxidationen, Abscheidung von Polysili zium und Aus- 
heilen von Implantaten zur Aktivierung der Dotierungen. Die 
dabei auftretende thermische Belastung fuhrt zu einer Ausdif- 
fusion der Dotierstoffe der Bitleitungen, die das urspriingli- 
che Dotierstof fprof il verschmieren und die betreffenden Be- 
reiche vergrofiern. Das setzt einer Skalierung der Struktur zu 
immer kleineren Abmessungen hin technische Grenzen. Eine ge- 
wiinschte Einstellung des Dotierstof fprof ils , insbesondere im 
Bereich des pn-Uberganges der Source -/Drain-Bereiche zur do- 
tierten Wanne des Halbleiterkorpers hin, ist nur in Grenzen 
moglich; ein abrupter Ubergang der Dotierstof fkonzentrat ion 
lasst sich nicht realisieren. - 

Um eine kleine Strukturbreite eines derartigen Speicherzel- 
lenfeldes zu ermoglichen, die in oder unter der GroSenordnung 
der auftretenden Ausdiffusion der Dotierstof fatome aus den 
vergrabenen Bitleitungen liegt , konnen die einzelnen Spei- 
cherzellen als Grabentransistoren ausgebildet werden. Bei 
derartigen Speichertransistoren befindet sich die jeweilige 
Gate-Elektrode in einem in dem Halbleitermaterial hergestell- 
ten Graben zwischen den dotierten Source- /Drain-Bereichen. 
Bei einer derartigen Struktur spielt nur noch die Ausdiffusi- 
on des Dotierstof fes aus den Source-/Drain-Bereichen nach un- 
ten in Richtung des Substrates eine Rolle. Wenn die Graben 
ausreichend tief sind, so dass der Grabenboden tiefer im Sub- 
strat liegt als die Grenze des ausdif f undierten Dotierstof- 
fes, ist bei dem so strukturierten Speichertransistor zumin- 
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dest die laterale, durch Fotolithographie bestimmte Struktur- 
breite kleiner ist als die Lange der Ausdif fusion . Damit 
lasst sich eine Verkleinerung der Speicherzellen erreichen, 
aber das Verschmieren des Dotierstof f prof ils im Bereich des 
pn-Uberganges kann nicht verhindert werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Speicherzel- 
lenfeld mit Bitleitungen aus dotiertem Halbleitermaterial an- 
zugeben, bei dem die Bitleitungen besser abgegrenzt sind. 

Diese Aufgabe wird mit dem Speicherzellenf eld mit den Merkma-. 
len des Anspruches 1 gelost . Ausgestaltungen ergeben sich aus 
den abhangigen Anspruchen. 

Bei dem Speicherzellenf eld sind die Bitleitungen nicht durch 
Implantationen in den Halbleiterkorper ausgebildet , sondern 
durch eine hoch dotierte und streif enformig strukturierte 
Schicht aus Halbleitermaterial, vorzugsweise aus Polysilizi- 
um, auf der Oberseite eines Halbleiterkorpers oder Substra- 
tes. Zwischen diesem fur die Bitleitungen vorgesehenen Halb- 
leitermaterial und dem Halbleitermaterial des Halbleiterkor- 
pers oder Substrates ist eine dunne Barriereschicht ange- 
bracht, die als Dif f usionsbarriere die Ausdif fusion des Do- 
tierstof fes zumindest weitgehend verhindert. 

Die Kanalbereiche sind in einer dotierten Wanne eines ersten 
Leitf ahigkeitstyps angeordnet . Daran anschlieSend befinden 
sich die Source-/Drain-Bereiche, an die die Bitleitungen an- 
geschlossen sind. Die Bitleitungen sind fur einen zweiten 
Leitf ahigkeitstyp entgegengeset zten Vorzeichens hoch dotiert . 
und so angeordnet, dass die Source- /Drain-Bereiche streif en- 
weise elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Zwischen 
den Bitleitungen und den Source-/Drain-Bereichen befinden 
sich Anteile der Barriereschicht. Da die Barriereschicht sehr 
dunn ausgebildet ist, beeintracht igt sie die Funktionsweise 
des Bauelementes nicht. 
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Der wesentliche Bestandteil der Bitleitungen ist die strei- 
fenformige dotierte Halbleiterschicht , die sowohl als nieder- 
ohmige elektrisch leitende. Verbindung als auch als Elektrode 
von Source bzw. Drain f ungiert . Mit der Barriereschicht wird 
ein besser abgegrenztes Dot ierstoff prof il erreicht, wobei 
sich der pn-Ubergang vorzugsweise an oder in der Barriere- 
schicht befindet. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass Do- 
tierstof f atome der Bitleitungen in die unterhalb der Barrie- 
reschicht vorhandenen Bereiche des Halbleiterkorpers ausdif- 
fundiert sind. Falls die Speichertransistoren als Grabentran- 
sistoren strukturiert sind, lasst sich bei dieser Anordnung 
der Bitleitungen die Grabentiefe gegemiber herkommlichen der- 
artigen Speicherzellenf eldern reduzieren. 

Beim Auslesen der programmierten Speicherzellen wirkt die 
Dif f usionsbarriere aufgrund der geringen Dicke der Barriere- 
schicht nicht als elektrische Isolation. Sie wird von den La- 
dungstragern durchtunnelt . Beim Programmieren bzw. Loschen 
ist ein scharfer begrenztes Dotierstof f prof il zur Optimierung 
des Programmier- bzw. Loschvorganges von Vorteil. Das be- 
trifft insbesondere die Ausgestaltung als Charge -Trapping - 
Speicherzellen, zum Beispiel mit ONO-Speicherschichtf olge . 

Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispielen des Spei- 
cherzellenf eldes anhand der Figuren 1 und 2. 

Die Figur 1 zeigt ein Beispiel des Speicherzellenf eldes mit 
Grabentransistoren im Querschnitt . 

Die Figur 2 zeigt ein Beispiel des Speicherzellenf eldes mit 
planaren Speichertransistoren im Querschnitt. 

In der Figur 1 ist im Querschnitt ein Ausschnitt aus einem 
Speicherzellenf eld mit Grabentransistoren dargestellt . In ei- 
nem Halbleiterkorper 1 oder Substrat aus Halbleitermaterial 
ist eine fur einen ersten Leitf ahigkeitstyp, vorzugsweise fur 
p-Leitung, dotierte Wanne 2 durch Einbringen von Dotierstof f 
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ausgebildet. An der Oberseite befinden sich in diesem Ausfiih- 
rungsbeispiel Dif f usionsbereiche 3 eines entgegengeset zten 
zweiten Leitf ahigkeitstyps , in dem angegebenen Beispiel also 
n-Leitung. Die Dif f usionsbereiche 3 bilden zumindest einen 
Anteil der Source - /Drain-Bereiche . An dieser Stelle sind bei 
Speichertransistoren gemaS dem Stand der Technik fur das der 
Wanne 2 entgegengeset zte Vorzeichen der Leitf ahigkeit dotier- 
te Bereiche angeordnet, die jeweils einen Abschnitt der ver- 
grabenen Bitleitungen bilden. 

Zwischen den Dif f usionsbereichen 3 gemafi diesem Ausfuhrungs- 
beispiel befinden sich parallel zueinander ausgerichtete und 
im Abstand zueinander angeordnete Graben, deren Wande mit ei- 
nem Gate-Dielektrikum 4 versehen sind. Das Gate-Dielektrikum 
4 weist eine Speicherschicht auf, die zumindest zwischen der 
jeweiligen in dem Graben angeordneten Gate-Elektrode 6 und 
den Source-/Drain-Bereichen vorhanden ist . Die Wande und der 
Boden des Grabens bilden den Kanalbereich 5. 

Bei dieser Aiiordnung befinden sich auf den Dif f usionsberei- 
chen 3 des zweiten Leitf ahigkeitstyps jeweils Anteile. einer 
dunnen Barriereschicht 10. Dariiber sind die senkrecht zur 
Zeichenebene verlaufend streif enf ormig ausgebildeten Bitlei- 
tungen 11 angeordnet, die fur den zweiten Leitf ahigkeitstyp 
dotiertes Halbleitermaterial , vorzugsweise Polysilizium, 
sind. 

Die Dif f usionsbereiche 3 werden durch Dot ierstof f atome er- 
zeugt, die aus dem dotierten Halbleitermaterial der Bitlei- 
tungen 11 durch die Barriereschicht 10 hindurch in das Halb- 
leitermaterial des Halbleiterkorpers ausdif f undieren . Falls 
die Barriereschicht 10 ein Ausdif f undieren des Dotierstoffs 
so weitgehend verhindert, dass das Halbleitermaterial der do- 
tierten Wanne 2 nicht in den entgegengesetzten Leitfahig- 
keitstyp umdotiert wird, sind keine Dif f usionsbereiche 3 der 
beschriebenen Art vorhanden oder f eststellbar . 
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Zur Verringerung des elektrischen Bahnwiderstandes kann auf 
den eigentlichen Bitleitungen 11 jeweils mindestens eine wei- 
tere streif enf ormige Bitleitungsschicht 12 aus Metall oder 
einem metallhaltigen Material aufgebracht sein, zum Beispiel 
W und/oder WN. 

Eine dielektrische Abdeckung 13, zum Beispiel aus Nitrid, so- 
wie dielektrische Spacer 14, zum Beispiel ebenfalls Nitrid, 
isolieren die Bitleitungen elektrisch von den Gate-Elektroden 
6 und den Wortleitungen 7 aus elektrisch leitfahigem Materi- 
al. Auf den Wortleitungen 7 kann ebenfalls eine weitere Wort- 
leitungsschicht 8 zur Verminderung des elektrischen Bahnwi- 
derstandes vorgesehen sein. Die Wortleitungen werden nach 
oben durch eine elektrisch isolierende Passivierung 9 abge- 
deckt. Wesentlich fur die erf indungsgemafie Anordnung sind die 
Barriereschicht 10 und die auSerhalb des eigentlichen Halb- 
leiterkorpers 1 auf gebrachten streif enf ormigen Bitleitungen 
11 aus hoch dotiertem Halbleitermaterial . 

In der Figur 2 ist im Querschnitt ein Ausschnitt aus einem 
weiteren Ausf iihrungsbeispiel des Speicherzellenf eldes darge- 
stellt. Die einander entsprechenden Teile des Speicherzellen- 
feldes gemafi der Figur 1 und des Speicherzellenf eldes gemaS 
der Figur 2 sind mit denselben Bezugszeichen versehen, so 
dass sich eine Angabe der Einzelheiten der Anordnung gemaS 
der Figur 2 eriibrigt . Auch bei dem Ausf iihrungsbeispiel gemaS 
der Figur 2 sind die Barriereschicht 10 und die oberseitig 
aufgebrachten Bitleitungen 11 aus hoch dotiertem Halbleiter- 
material vorhanden. 

Bei dem Ausf iihrungsbeispiel gemaS der Figur 2 sind die Gate- 
Elektroden 6 separat von den Wortleitungen 7 gezeichnet, urn 
anzudeuten, dass die Gate-Elektroden 6 ein Material sein kon- 
nen, das von dem Material der Wortleitungen 7 verschieden 
ist. Das gilt auch fiir das Ausf iihrungsbeispiel gemaS der Fi- 
gur 1 . 
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Die Barriereschicht ' 10 kann, insbesondere bei Verwendung von 
Polysilizium fur die Bitleitungen 11, ein Siliziumoxid, ins- 
besondere Siliziumdioxid sein, das eine typische Dicke von 
einer oder wenigen Atomlagen besitzt und bevorzugt als Nati- 
5 ve-Oxide oder als thermisches Oxid hergestellt wird. Fur die 
Barriereschicht kommt auch ein Siliziumnitrid in Frage, ins- 
besondere Si 3 N 4 , mit einer typischen Dicke von ebenfalls ei- 
ner oder wenigen Atomlagen, hergestellt bevorzugt in einem 
RTN-Schritt. Ein weiteres bevorzugt geeignetes Material fur 
10 die Barriereschicht ist Al 2 0 3 , das vorzugsweise durch 

ALD/ALCVD in einer oder wenigen Atomlagen hergestellt wird. 

Bei der Herstellung kann das Speicherzellenf eld auf einem Wa- 
fer zunachst in einer an sich bekannten Weise durch eine STI- 

15 Isolation (shallow trench isolation) begrenzt werden. Die 
Barriereschicht 10 wird vorzugsweise ganzflachig auf einer 
einkristallinen Waf er-Oberf lache auf gebracht , in der durch 
eine geeignete Dotierung, bevorzugt eine p-Dotierung, eine 
Wanne 2 hergestellt ist. Eine p-Dotierung kann in Silizium 

20 durch Implantation von Bor und/oder Indium erzeugt werden. 

Es folgt die Abscheidung des Halbleitermateriales , das fur 
die Bitleitungen 11 vorgesehen ist, vorzugsweise eine Polysi- 
liziumschicht in einer typischen Dicke von etwa 4 0 nm. Dieses 

25 Halbleitermaterial wird hoch fur den entgegengesetzten Leit- 
f ahigkeitstyp dotiert, bei p-Wannen demnach n-leitend. Poly- 
silizium kann'- zum Beispiel mit Arsen n-leitend dotiert wer- 
den, wobei die Dotierstof f konzentration typisch bei etwa 
5 x 10 20 cm" 3 liegt. Dabei ist es gunstig, wenn das Material 

3 0 der Bitleitungen kurz nach der Herstellung der Barriere- 
schicht 10 auf gebracht wird. 

Zur Verbesserung der Bitleitungen konnen dann noch weitere 
Bitleitungsschichten abgeschieden werden, zum Beispiel 5 nm 
3 5 WN und zum Beispiel 3 0 nm W. Insbesondere sind Abscheidungen 
von metallhaltigen Schichten geeignet, mit denen die elektri- 
schen Bahnwiderstande der Bitleitungen reduziert werden kon- 
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nen.. Dabei sind hochtemperaturf este (refractory) Metalle be- 
sonders geeignet. Das sind insbesondere WSi x oder Schichtsta- 
pel aus WN und W oder TiN oder TaN. Derartige Materialien 
uberstehen die hohen Prozesstemperaturen von bis zu typisch 
1000°C. 

Danach wird noch eine Schicht abgeschieden, die die Bitlei- 
tungen von den nachher auf zubringenden Wortleitungen elek- 
trisch isoliert und vorzugsweise ein Material ist, das als 
Hartmaske fur das Strukturieren der Bitleitungen geeignet 
ist. Als ein solches Material ist insbesondere ein Nitrid des 
Halbleitermateriales , insbesondere Si 3 N 4 geeignet. Diese 
Schicht wird f otolithographisch strukturiert und anschlieSend 
als Hartmaske zum Strukturieren der darunter abgeschiedenen 
Schichten zu den streif enf ormig und parallel zueinander ver- 
laufenden Bitleitungen verwendet . 

Bei der Herstellung von Grabentransistoren kann direkt in das 
Halbleitermaterial hinein geatzt werden, urn die Graben auszu- 
bilden. Vorzugsweise werden jedoch vor der eigent lichen Gra- 
benatzung die in der Figur 1 eingezeichneten Spacer 14 herge- 
stellt, die den Bitleitungsstapel seitlich elektrisch isolie- 
ren und die Grabenbreite etwas verringern. Diese Spacer kon- 
nen ebenfalls aus Nitrid hergestellt werden, was in einer an 
sich bekannten Weise geschieht, indem zunachst das Material 
der Spacer ganzf lachig konform abgeschieden und anschlieSend 
anisotrop riickgeatzt wird. Zum Atzen der Graben ist insbeson- 
dere RIE (reactive ion etching) geeignet. Es wird dann auf 
die Wande der Graben das Gate-Dielektrikum mit der Speicher- 
schicht auf gebracht . Dafiir ist insbesondere eine fur Charge- 
Trapping-Speicherzellen geeignete Schichtfolge bevorzugt, zum 
Beispiel eine Oxid-Nitrid-Oxid-Schicht f olge . Eine solche 
Schichtfolge dient dem Programraieren der Speicherzelle durch 
Einfangen (Trapping) heiJSer Elektronen aus, dem Kanalbereich . 
Die die eigentliche Speicherschicht begrenzenden Oxidschich- 
ten konnen durch Abscheideprozesse oder auch direkt durch 
thermische Oxidation hergestellt werden. 
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Es wird dann das Material der Gate-Elektroden 6, zum Beispiel 
dotiertes Polysilizium, in die Graben abgeschieden . Die Gra- 
ben werden vorzugsweise ganz mit diesem Material gefullt, so 
dass auch eine Schicht auf der Oberseite der Bitleitungssta- 
pel gebildet wird, die anschlieSend zu den Wortleitungen 7 
strukturiert werden kann. Auf das Polysilizium kann eine 
Schichtfolge aus WN/W oder WSi x aufgebracht werden. Die Gate- 
Elektroden konnen auch aus Metall oder einem metallhaltigen 
Material hergestellt werden. Das ist von anderen Speicherzel - 
lenfeldern an sich be kann t . Die Wortleitungen werden dann 
streif enformig quer zu den Bitleitungen verlaufend struktu- 
riert. Es schlieSen sich ubliche Verf ahrensschritte fur die 
Ansteuerperipherie und die Verdrahtung an. 

Das Aus fuhrungsbei spiel gemaE der Figur 2 kann alternativ so 
hergestellt werden, dass auf die Waf er-Oberseite nach der Im- 
plantation der Wannen ganzflachig die Speicherschichtf olge, 
insbesondere eine ONO-Schichtf olge , aufgebracht wird. Es wird 
dann eine Hilfsschicht ganzflachig aufgebracht, die unter 
Verwendung einer Maske zu streif enformigen Anteilen im Be- 
reich der herzustellenden Bitleitungen strukturiert wird. 

An den Flanken dieser verbleibenden streif enformigen Anteile 
werden die in der Figur 2 eingezeichneten Spacer 14 herge- 
stellt. In die Offnungen zwischen den Spacern wird dann das 
Material der Barriereschicht 10, der Bitleitungen 11 und 
eventuell weiterer Bitleitungsschichten 12 sowie einer elek- 
trisch isolierenden Abdeckung 13 abgeschieden. Die Bitleitun- 
gen sind damit nach auSen bereits elektrisch isoliert. 

Nach dem Entfernen der Hilfsschicht konnen dann die jetzt 
freigelegten Bereiche der Speicherschichtf olge mit den Gate- 
Elektroden versehen werden. Das geschieht auch hier vorzugs- 
weise durch Abscheiden hoch dotierten Polysiliziums . Es folgt 
die Abscheidung der iibrigen fur die Wortleitungen vorgesehe- 
nen Schichten. Eine elektrisch isolierende Passivierung 9 
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wird vorzugsweise nach der streif enf ormigen Strukturierung 
der Wortleitungen 7 und weiteren Wortleitungsschichten 8 auf- 
gebracht, so dass die Oberflache planarisiert wird. 
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Patent anspruche 

1. Speicherzellenf eld mit 

einer matrixartigen Anordnung von Speichertransistoren, die 
jeweils an einer Oberseite eines Halbleiterkorpers (1) oder 
Substrates in einer dotierten Wanne (2) eines ersten Leitf a- 
higkeitstyps einen Kanalbereich (5) zwischen Source-/Drain- 
Bereichen aufweisen sowie eine Gate-Elektrode (6) , die von 
dem Kanalbereich (5) durch ein Gate-Dielektrikum (4) getrennt 
ist, das eine Speicherschicht aufweist, und mit 
einer zeilenweisen Verbindung der Gate-Elektroden (6) durch 
parallel und im Abstand zueinander angeordnete Wortleitungen 
(7) sowie einer spaltenweisen Verbindung der Source-/Drain- 
Bereiche durch parallel und im Abstand zueinander angeordnete 
Bitleitungen, 

dadurch geken.nzeichnet, dass 
die Bitleitungen (11) als Streifen aus Halbleitermaterial , 
das fur einen zweiten Leitf ahigkeitstyp entgegengeset zteh 
Vorzeichens der Leitf ahigkeit hoch dotiert ist, auf der Ober- 
seite des Halbleiterkorpers (1) oder Substrates derart aufge- 
bracht sind, dass die Source-/Drain-Bereiche spaltenweise 
miteinander verbunden sind, und 

zwischen der Oberseite des Halbleiterkorpers (1) und den Bit- 
leitungen (11) jeweils eine Barriereschicht (10) . als Diffusi- 
onsbarriere angeordnet ist. 

2. Speicherzellenf eld nach Anspruch 1, bei dem 

die Bitleitungen (11) n-leitend dotiertes Polysilizium sind. 

.3. Speicherzellenf eld nach Anspruch 1 oder 2, bei denr 

die Barriereschicht (10) ein Siliziumoxid einer oder weniger 

Atomlagen ist. 

4. Speicherzellenf eld nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 
die Barriereschicht (10) ein Siliziumnitrid einer oder weni- 
ger Atomlagen ist. 
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5. Speicherzellenf eld nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 

die Barriereschicht (10) Al 2 0 3 einer oder weniger Atomlagen 
ist . 

6. Speicherzellenf eld nach einem der Anspriiche 1 bis 5, bei 
dem 

die Speicherschicht fur ein Programmieren durch Charge - 
Trapping vorgesehen ist . 

7. Speicherzellenf eld nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem 

die Gate-EleJctroden (6) jeweils in einem Graben zwischen den 
Source-/Drain-Bereichen angeordnet sind und 

die Speicherschicht zumindest zwischen einer jeweiligen Gate- 
Elektrode (6) und den Source-/Drain-Bereichen vorhanden ist. 
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Zusammenf as sung 

Speicherzellenf eld 

5 In einer matrixartigen Anordnung von Speichertransistoren mit 
auf der Oberseite angeordneten zueinander parallelen Wortlei- 
tungen (7) sind die quer dazu verlaufenden Bitleitungen (11) 
durch oberseitig aufgebrachte Polysiliziumstreif en ausgebil- 
det, die von dem Halbleiterkorper (1) durch Barriereschichten 
10 (10) als Dif f usionsbarrieren getrennt sind. 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 

1 Halbleiterkorper 

2 Wanne 

3 Dif f usionsbereich 

4 Gate-Dielektrikum 

5 Kanalbereich 

6 Gate-Elektrode 

7 Wortleitung 

8 weitere Wortleitungsschicht 

9 Passivierung 

10 Barriereschicht 

11 Bitleitung 

12 weitere Bitleitungsschicht 

13 Abdeckung 

14 Spacer 



